InN sluoksniy auginimas impulsiniu MOCVD metodu
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Siauratarpis InN pasizymi maza elektrony efektine
mase, o0 elektrony dreifo grei¢iu lenkia tieck GaAs, tiek
GaN, todel yra perspektyvus kuriant greitaveikés
elektronikos prietaisus. Tuo tarpu didelis InN sugerties
koeficientas ir atsparumas saulés spinduliuotés poveikiui
traukia fotovoltainiy prietaisy kiiréjy démesj. Nepaisant
sé€kmingai i§vystyty nitridiniy puslaidininkiy auginimo
technologijy, kokybisky INN sluoksniy auginimas vis dar
sluoksniai uzauginami molekulinio pluostelio epitaksijos
(angl. MBE) metodu, taciau §i technologija yra brangi.
Gamybiniu poziliriu perspektyvesnis yra greitesnis ir
lengviau pritaikomas dideliems gamybos mastams
cheminio metalorganiniy junginiy nusodinimo i§ gary
fazés (angl. MOCVD) metodas, sé¢kmingai taikomas
InGaN prietaisy pramongéje.

Tarp i880kiy, su kuriais susiduriama MOCVD
technologija auginant InN yra palyginti auksta amoniako
disociacijos temperatiira ir zema indzio sublimacijos
temperattira, paliekanCios siaurg optimalios auginimo
temperatiros langag 600 °C aplinkoje. Be to, auginimo
greit] ir prekursoriy santyki riboja metalisko indzio
laseliy formavimasis. Cia pateikiamuose tyrimo
rezultatuose parodoma, kad impulsinis MOCVD InN
auginimo metodas yra tinkamas Siy technologiniy
problemy sprendimui ir Zenkliai geresnés kokybés InN
sluoksniy gamybai.

Siame darbe tirti 300-400 nm storio InN sluoksniai
buvo uzauginti azoto atmosferoje (400 mBar) ant GaN
(5 um c-GaN sluoksnis ant safyro padéklo) pavirSiaus.
Auginimo salygos optimizuotos keiciant temperatiira, ir
trimetilindzio (TMI) srauto impulso trukme, pauzés
trukmeg, bei impulsy skai¢iy. Uzauginty sluoksniy
struktiiriné kokybé vertinta pasitelkus rentgeno spinduliy
difrakcijos spektrus, pavir§iaus morfologija tirta
atominés jégos mikroskopu. Konfokaliniu mikroskopu
atlikta fotoliuminescenciné spektroskopija su erdvine
skyra. Kravininky dinamika tirta S$viesa indukuoty
dinaminiy gardeliy metodika, kuri leido vienu metu
nustatyti ir nepusiausviryjy kravininky gyvavimo
trukme, ir jy bipolinés difuzijos koeficienta.

Palaikant grjztamajj rysj tarp InN sluoksniy auginimo
ir struktriniy, morfologiniy bei liuminescenciniy
savybiy charakterizavimo optimizuotos InN auginimo
salygos impulsiniu MOCVD metodu. Nustatyta, kad InN
sluoksnio struktiiriné kokybé geréja did¢jant TMI
impulso trukmei, kai uztikrinamas optimalus V/III
santykis, valdomas TMI impulso ir pauzés trukmémis.
Didziausio intensyvumo fotoliuminescencija stebéta
sluoksniuose, kuriy auginimo metu TMI impulso ir

pauzeés trukmiy santykis buvo 7 s/20 s, atitinkantis 1,5-2
atominiy InN sluoksniy uzauginimg vieno ciklo metu.
Aukstesnéje  temperatiiroje  impulsiSkai  auginamy
sluoksniy  fotoliuminescencijos spektrai  pasiZymi
didesniu intensyvumu ir mazesniu mélynuoju smailés
poslinkiu dél Bursteino-Moso efekto. Didziausias
teigiamas poveikis liuminescencijos savybéms pasiektas
auginant pereinamajj InN sluoksnj palaipsniui keliant
temperatarg su kiekvienu TMI impulsu.

Optimizavus auginimo procediira MOCVD biidu
pagaminti InN sluoksniai, kuriy kriivininky gyvavimo
trukmés prilygsta gyvavimo trukméms MBE bidu
uzaugintuose sluoksniuose. Tiriant kravininky dinamika
nustatytas sarySis tarp optimaliomis salygomis
impulsiskai auginamo InN sluoksnio storio ir elektrony
judrio, jy pusiausvirosios koncentracijos, o kartu ir
fotoliuminescencijos  smailés  spektrinés padéties.
Nustatytas pagrindinis veiksnys, lemiantis pusiausviryjy
krtivininky tankj ir liuminescencijos intensyvuma.
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